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=PrL Exercice E5.1: diode Schottky
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Couche n

S. Sze
« Semiconductor devices »

Résistance de contact
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=PrL Résistance différentielle et contact ohmique
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PF L Calcul des résistances

1 ol 1
Résistance de la diode Schottky: 4 eV /KT
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Pas de polarisation
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V=-1[V]:

Polarisation inverse de 1V
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Polarisation directe de 0.1V
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V=+0.4 [V]:

Polarisation directe de 0.4V
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|:P| L Diminuer la résistance en série

Schottky Ohmique
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E PFL Diminuer la résistance en série

Ohmique Schottky Ohmique

P.A. Besse, EPFL Ch.5, p.17, “Solutions™ Composants semiconducteurs, 2024



E PFL Diminuer la résistance en série
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